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Реферат:
1. У дисертації представлено результати комплексних досліджень основних закономірностей і особливостей
у змінах структурних, електрофізичних, термо-, магніто- і тензорезистивних властивостей сильно легованих
сильно компенсованих гетероепітаксійних плівок Ge. Враховано перебудови їх енергетичної структури під
впливом границі розділу Ge-GaAs і внутрішніх механічних напружень в умовах впливу температури,
деформації і магнітного поля. Встановлено взаємозв'язок електрофізичних та теплофізичних властивостей з
конструктивно-технологічними параметрами і термометричними характеристиками сильного легованих p-
n-структур Si з урахуванням зміни домінуючих механізмів струмопереносу в умовах впливу температури,
електричного поля і радіації. Фізично обґрунтовані і реалізовані нові типи мікроелектронних приладів для
екстремальної електроніки.



2. In this thesis the results of investigations of the basic regularities and peculiarities of changes in structural,
electrophysical, thermo-, magnito- and tensoresistive properties of heavily doped and heavily compensated
geteroepitaxial films Ge are presented. Transformation of energy structure of these films under influence of Ge-
GaAs interface and internal mechanical strain under influence of temperature, deformation and magnetic field
were taken into account. The correlation between electrophysical, thermophysical properties and design-
technological parameters and thermometric characteristics are established for heavily doped p-n-structure of Si
with taking into account the change of dominant mechanisms of current flow under influence of temperature,
electrical field and irradiation. New types of microelectronic devices for extreme electronics are substantiated and
realized.
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